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１．概要（Summary） 

本研究では、DNA 等の有機・生体分子の定量測定を

可能とするバイオトランジスタの開発を行っている。その基

本構成は、通常の FET（Fig. 1(a)）を参照用に、ゲート電

圧 Vg を溶液中の参照電極から印加する構造（Fig. 1

（b））から成る。一昨年度は、ソース・ドレイン形成後に層

間絶縁膜を形成、ゲート領域開口後にゲート絶縁膜を形

成する、という新しいプロセスを構築（Fig. 2(a)）、その基

本動作を確認、昨年度は改善プロセス（Fig. 2(b)）を用い

たダメージ低減効果を確認した。今年度は、イオン注入等

も含めた条件最適化による感度向上を検討した。 

 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ウェハー酸化炉、分光エリプソメータ、酸アルカリドラフ

トチャンバー、真空蒸着装置 

【実験方法】 

昨年度の検討結果から、工程②Pad SiO2 Etchにおけ

る、途中止め（~15 nm残）、⑦Gate Openingにおける、

ストッパ膜として犠牲酸化膜（~10 nm）形成を POR 条件

に設定、産総研ナノテクノロジープラットフォームの所有す

るウェハー酸化炉等を利用させて頂いた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

今回試作した FET（Fig. 1(a)）の Id-Vg特性を Fig. 3

に示す。上記 POR条件（ゲート酸化膜厚 Tox～10 nm）

にて、基板種のみ n-subから p-subに変更したところ、各

種リーク電流は大幅に低減、良好なトランジスタ特性が得

られた。引き続き、ウエル形成条件の最適化を検討する。 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

＜謝辞＞本研究は独立行政法人科学技術振興機構

（JST）の研究成果展開事業「センター・オブ・イノベーショ

ン（COI）プログラム」の支援によって行われた。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 

Fig.3 Vg-Id characteristics with p-type substrate.
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